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グラフェンをはじめとする2次元材料はその特異的な物

理特性から近年特に注目を集めており、多様な応用を見

据えた研究が盛んに実施されている。我々もこれまで

CMOS 配線やトランジスタといったデバイスへの展開を目

指し高品質 2 次元材料開発の研究を進めてきた。 

１．概要（Summary） 

従来の 2 次元材料を用いたデバイスでは、HOPG など

のバルク結晶からテープ等を使った転写が主流である。

一方で応用まで考慮した場合には大面積基板への展開

が容易である CVD 等の合成技術開発が重要となる。

我々は、高い結晶性を有するグラフェンなどの 2 次元材

料のCVD合成を実現することを目的に、高い結晶性を有

する触媒金属の作製を実施している。 
 

触媒堆積にはスパッタ装置及びRF/DCスパッタ装置を

用い、室温ならびに 500℃においてコバルト及び銅薄膜

をサファイア基板及び熱酸化膜付シリコン基板上に堆積

した。触媒堆積後の試料は段差測定装置、X線回折装置、

を用い、触媒の堆積膜厚、結晶性、そして表面のモフォロ

ジーの観察を行った。その後、多層グラフェンの合成をプ

ロセス温度1000℃、原料ガスとしてメタン、希釈ガスとして

水素とアルゴンを用い CVD 法による合成を実施した。合

成した多層グラフェンは、X 線回折装置、ナノサーチ顕微

鏡、走査電子顕微鏡により分析を行った。 

２．実験（Experimental） 

 

実験の結果、サファイアを基板として用いることにより何

れの触媒膜を用いてもシリコン基板を用いた場合と比較し

て優れた配向性が得られることを確認した。中でもコバル

トは銅とは異なり双晶を示さないことから、最も高い配向性

を得られることが明らかとなった。このコバルトを触媒とし

て用いることで合成した多層グラフェンは高い配向性の影

響により、高品質な多層グラフェン合成が可能となることを

ラマン分光測定により測定した G/D 比により確認した。加

えて、同じくラマン分光測定により観察した 2D スペクトル

の形状から、得られた多層グラフェンが random stacking
構造を示す一般的な CVD グラフェンとは異なり、HOPG
と同様な AB-stacking 構造を示唆する結果を得た。さら

に、多層グラフェン用いて配線を作製し電気特性を4端子

測定により計測したところ、HOPG 由来の多層グラフェン

と同程度の抵抗率を得た。この結果は、ラマン分光測定の

結果を支持するものである。今後さらに詳細な分析を行う

予定である。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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